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論    文    の    要    旨 
  
 斜方晶 BaSi2は禁制帯幅が 1.3 eV、光吸収係数が 1.5eVの光に対して 3×104 cm-1 と結晶 Siの約
30 倍の大きさをもつため、薄膜太陽電池への応用が期待される材料である。BaSi2薄膜は Si(111)









著な差が得られた。Si(111)基板上に形成した BaSi2膜では少数キャリア拡散長が 9.4 μmに達した。
この値は、結晶粒サイズが約 0.2μm であることを考えると、極めて大きいといえる。一方、Si(001)



























面構造において 95 mJ/m2の粒界エネルギーが得られた。この粒界構造は 平面 TEM で観察され
た粒界構造と整合していた。また、初期粒界構成面が Ba のみで構成される粒界、Ba と Si 四面
体で構成される粒界いずれも安定構造では Ba のみが界面に存在する粒界であることが分かった。











審    査    の    要    旨 
〔批評〕 
BaSi2 は薄膜太陽電池への応用が期待される新材料であるが、これまで基礎的な物性に踏み込んだ研
究は無かった。特に、結晶粒サイズが小さい Si(111)基板上の BaSi2 膜の方が、結晶粒サイズが大きな
Si(001)基板上の BaSi2 膜よりも格段に大きな少数キャリア拡散長をもつことは、本材料の特徴といえる。
















 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに十分な
資格を有するものと認める。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
